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Abstract— En este trabajo muestra la metodologia empleada en

la medicién y caracterizacion de micro llaves MEMS para II.  FASE EXPERIMENTAL
microondas, desarrollada en el laboratorio de caracterizacion de
microdispositivos de la UNSAM. A. Descripcion del instrumental y protocolos de medida.

Las mediciones de los micro interruptores MEMS se
realizo en las instalaciones del MicroLab mediante un sistema
de caracterizacion “on wafer” compuesto por un analizador
vectorial de redes de dos puertos Agilent E§363B y una

[ INTRODUCCION estacion de prueba Siiss PMS8 dotado de sendas puntas modelo
Los dispositivos MEMS para radiofrecuencia son |Z|probe GSGS500. Todo el sistema se calibr6 mediante un

clementos de conmutacion de dos puertos del tipo shunt[1] sustrato de calibracion, (Siiss CSR4) mediante la técnica

provistos de una membrana movil intercalada en una linea de SOLT[2] a fin de minimizar los errores sistematicos. El
transmisién tipo “coplanar waveguide”. El elemento movil instrumental fue configurado para realizar barridos entre 1GHz

provoca, al ser actuado por una tensién aplicada externa, un Y 40GHz. La actuacion de las microllaves se realiz6 utilizando

bloqueo de la sefial de entrada impidiendo que esta alcance el ~ una fuente de tension programable Keithley modelo 2400.
puerto de salida.

Keywords: RF-MEMS; VNA; calibracion Solt; Probe station;
MicroLab.

- ) B.  Andalisis de los datos
Durante la etapa de diseiio de los RF-MEMS switches se

elaboraron 6 modelos distintos de llaves para trabajar en el , C,
rango de 7 a 10 GHz. El disefio estuvo a cargo de Los datos de los pardmetros de transmision directa para los

investigadores del departamento de micro y nanotecnologia del estadgs ON'y OFF mq,ildos fuerqn an.a!lzados en dos etapas.
Centro Atémico Constituyentes y fabricados en FBK-IRTS de La primera es la seleccion de los dispositivos que se encuentran
Trento, Italia, mediante un proceso planar de 7 mascaras operativos. Dicha seleccion se realizo mediante la utilizacion

fotolitograficas. Una vez fabricados los dispositivos fueron ~ unt filtro tipo pasa no-pasa utilizando como referencia la
caracterizados en el Laboratorio de caracterizacion de respuesta de un modelq 51r.nple.a constantes concgntradas que
microdispositivos de la UNSAM donde inmediatamente surgi¢ ¢ considero como limite inferior del comportamiento de los
la necesidad de desarrollar métodos estadisticos para el manejo ~ dispositivos. El modelo a constantes concentradas es un simple

de grandes cantidades de datos. Tales métodos seran expuestos ~ Circuito resonante serie RLC cuya frecuencia de resonancia se
en el presente trabajo ajusté a los requerimientos del diseiio de cada uno de los

dispositivos disefiados.
El comportamiento de los RF-MEMS switches se describe
mediante la utilizacién de los parametros complejos S para
redes de dos puertos. Dada la simetria y pasividad de las
microllaves la red puede ser descripta de forma satisfactoria
solamente con los parametros de reflexion, S11, y el de
transmision directa, S21. Debido a que los switches presentan
dos estados, ON y OFF, existiran dos juegos de parametros de
reflexion y de transmision directa. Este ultimo parametro
aporta la mayor informacion del comportamiento del
dispositivo por lo recibird la mayor atencién en el desarrollo
del presente trabajo.

La segunda parte corresponde al analisis estadistico de las
muestras validas, determinandose la media del comportamiento
de los dispositivos y los alejamientos a la media de cada uno de
los switches. Finalmente se desarrollé una medida estadistica
que permitié la comparacion de distintos dispositivos y estudiar
las dispersiones de las medidas respecto de la media en funcion
de la posicion de los dispositivos dentro de a oblea. Las
dispersiones observadas concuerdan con lo esperado
obteniéndose dispersiones mayores en los bordes de las obleas
medidas y manteniéndose proximas a la media en la region
central de las obleas.
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